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(57) Zusammenfassung: Eine Anschlusskontaktschicht (4) 6
ist zwischen Halbleiterkdrpern (1, 2) angeordnet. In dem 19~ 10 12 2
zweiten Halbleiterkdrper (2) befindet sich eine Aussparung. /
Eine oberseitige Anschlussschicht (7) reicht bis zu der Aus- L= = = -3
sparung, in der eine Metallisierung (10) vorhanden ist, die 4
die Anschlusskontaktschicht (4) mit der Anschlussschicht (7) 1

elektrisch leitend verbindet. In der Aussparung ist ein Poly-
mer (8) oder eine weitere Metallisierung vorhanden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Durch-
kontaktierung, mit der elektrische Leiter auf zwei ein-
ander gegenuber liegenden Hauptseiten eines Halb-
leiterkorpers elektrisch leitend miteinander verbun-
den werden kdnnen.

[0002] Durchkontaktierungen durch Halbleiterwafer
sind insbesondere fir dreidimensionale oder kubi-
sche Integration von Halbleiterschaltungen vorgese-
hen. Kontaktlécher, so genannte Vias, die den Halb-
leiterkdrper vertikal vollstédndig durchdringen, werden
mit metallischen Leitern versehen, die mit Leiterbah-
nen oder anderen metallischen Anschlissen auf den
einander gegenulberliegenden Oberseiten des Halb-
leiterkérpers elektrisch leitend verbunden werden.
Wenn mehrere Halbleiterwafer tbereinander ange-
ordnet und dauerhaft miteinander verbunden werden,
kénnen die Durchkontaktierungen fir elektrische Ver-
bindungen der auf den einzelnen Wafern hergestell-
ten Bauelemente verwendet werden. Damit kénnen
dreidimensional integrierte elektronische Schaltun-
gen hergestellt werden.

[0003] Durchkontaktierungen durch den Halblei-
terwafer sind zum Beispiel in US 6 110 825,
US 6 352 923, US 2008/0283959 und
US 2009/0102021 beschrieben.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Halbleiterbauelement mit Durchkontaktierung und
ein zugehoriges Herstellungsverfahren anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird mit dem Halbleiterbau-
element mit Durchkontaktierung mit den Merkmalen
des Anspruches 1 beziehungsweise mit dem Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruches 5 geldst.
Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen ab-
hangigen Anspriichen.

[0006] Bei dem Halbleiterbauelement ist ein erster
Halbleiterkérper mit einem zweiten Halbleiterkérper
verbunden. Eine derartige Verbindung zweier Halb-
leiterkdrper kann mit einem der an sich bekannten
Verfahren des Wafer-Bondings hergestellt sein. Ei-
ne elektrisch leitende, insbesondere metallische An-
schlusskontaktschicht ist zwischen den Halbleiterkdr-
pern, insbesondere in einem zwischen den Halb-
leiterkdrpern vorhandenen Dielektrikum, angeordnet.
Das Dielektrikum kann zum Beispiel ein Zwischen-
metalldielektrikum fir Verdrahtungsebenen sein. In
dem zweiten Halbleiterkdrper ist eine Aussparung
vorhanden, die von der Anschlusskontaktschicht bis
zu einer gegenuberliegenden, von der Anschluss-
kontaktschicht abgewandten Oberseite des zweiten
Halbleiterkdrpers reicht, so dass die Aussparung
den zweiten Halbleiterkdrper vollstédndig durchdringt.
Uber dieser Oberseite ist eine elektrisch leitende, ins-
besondere metallische Anschlussschicht vorhanden,
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die bis zu der Aussparung reicht. In dieser Anschluss-
schicht kdnnen insbesondere Leiterbahnen struktu-
riert sein. In der Aussparung ist eine Metallisierung
vorhanden, die die Anschlusskontaktschicht mit der
Anschlussschicht elektrisch leitend verbindet. In der
Aussparung ist ein Polymer oder eine weitere Metal-
lisierung vorhanden.

[0007] Bei einem Ausflhrungsbeispiel des Halblei-
terbauelementes befindet sich in der Aussparung ein
Polymer, das elektrisch leitfahig ist.

[0008] Bei einem weiteren Ausfihrungsbeispiel be-
findet sich in der Aussparung als weitere Metallisie-
rung eine Unterbumpmetallisierung (UBM).

[0009] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel ist
die Aussparung mit dem Polymer beziehungsweise
mit der weiteren Metallisierung gefiillt.

[0010] Bei dem Verfahren zur Herstellung einer
Durchkontaktierung in einem Halbleiterbauelement
wird ein erster Halbleiterkdrper mit einer elektrisch
leitenden, insbesondere metallischen Anschlusskon-
taktschicht versehen und dann mit einem zweiten
Halbleiterkorper so verbunden, dass die Anschluss-
kontaktschicht auf der dem zweiten Halbleiterkérper
zugewandten Seite des ersten Halbleiterkorpers an-
geordnet ist. Der zweite Halbleiterkdrper kann auf
der von dem ersten Halbleiterkérper abgewandten
Oberseite zum Beispiel mit Strukturen eines Bauele-
mentes oder einer integrierten Schaltung und/oder
mit Verdrahtungen versehen sein. In dem zweiten
Halbleiterkdrper wird eine Aussparung hergestellt, in
der die Anschlusskontaktschicht freigelegt wird. Es
wird eine Metallisierung aufgebracht und strukturiert,
so dass die Anschlusskontaktschicht elektrisch lei-
tend mit der Metallisierung verbunden ist. Es wird ei-
ne elektrisch leitende, insbesondere metallische An-
schlussschicht aufgebracht und strukturiert, so dass
die Anschlussschicht bis zu der Aussparung reicht
und elektrisch leitend mit der Metallisierung verbun-
den ist. Auf diese Weise wird eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen der Anschlusskontaktschicht
und der Anschlussschicht hergestellt. Es wird ein Po-
lymer oder eine weitere Metallisierung in die Ausspa-
rung eingebracht. Es kann hierfur insbesondere ein
elektrisch leitendes Polymer oder eine Unterbump-
metallisierung als weitere Metallisierung verwendet
werden.

[0011] Bei einem Ausfiihrungsbeispiel des Verfah-
rens wird die Anschlusskontaktschicht in einem
Dielektrikum auf dem ersten Halbleiterkérper an-
geordnet. Das Dielektrikum kann zum Beispiel ein
Zwischenmetalldielektrikum fir Verdrahtungsebenen
sein. Vor dem Verbinden des ersten Halbleiterkor-
pers mit dem zweiten Halbleiterkdrper wird eine von
dem ersten Halbleiterkérper abgewandte Oberseite
der Anschlusskontaktschicht freigelegt, indem das
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Dielektrikum von dieser Oberseite der Anschlusskon-
taktschicht entfernt wird.

[0012] Bei einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel des
Verfahrens wird eine elektrisch isolierende Schicht in
der Aussparung aufgebracht und zu einem Seiten-
wandspacer ruckgeéatzt, bevor die Metallisierung auf-
gebracht wird. Die elektrisch isolierende Schicht ist
daflir vorgesehen, einen Kurzschluss zwischen dem
Halbleitermaterial des zweiten Halbleiterkérpers und
der Durchkontaktierung zu verhindern.

[0013] Bei einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel des
Verfahrens wird die Aussparung mit einer Unter-
bumpmetallisierung gefiilit.

[0014] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des
Verfahrens wird die Aussparung mit einem Polymer,
insbesondere mit einem elektrisch leitenden Poly-
mer, gefullt.

[0015] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des
Verfahrens werden Anteile des Polymers, die Uber
die Aussparung ragen, bis zum Erreichen der An-
schlussschicht planarisierend abgetragen, und es
wird eine Passivierungsschicht aufgebracht.

[0016] Bei einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel des
Verfahrens wird die Passivierungsschicht tiben dem
Polymer entfernt, das Polymer wird entfernt, und ei-
ne weitere Metallisierung wird in der Aussparung auf-
gebracht. Die weitere Metallisierung kann eine Un-
terbumpmetallisierung sein. Bei dieser Variante des
Verfahrens dient das Polymer als Opferschicht, mit
der eine ebene Oberseite fur weitere Verfahrens-
schritte, insbesondere das ganzflachige Aufbringen
der Passivierungsschicht, gebildet wird. Auch bei die-
ser Variante des Verfahrens kann die Aussparung
mit der Unterbumpmetallisierung aufgefillt werden.
Bei gréReren Aussparungen geniigt es jedoch, wenn
die Unterbumpmetallisierung die Aussparung nicht
aufflllt, sondern zum Beispiel nur Seitenwande der
Aussparung und den Boden einschlieRlich der An-
schlusskontaktschicht bedeckt.

[0017] Bei einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel des
Verfahrens wird vor dem Einbringen des Polymers
beziehungsweise der weiteren Metallisierung ein
elektrisch leitfahiger Liner in der Aussparung aufge-
bracht. Der Liner kann insbesondere im Fall einer Me-
tallisierung aus Wolfram eine Schicht aus TiN umfas-
sen, zum Beispiel Ti/TiN, und im Fall einer Metalli-
sierung aus Kupfer eine Schicht aus TaN umfassen,
zum Beispiel Ta/TaN, und kann zum Beispiel durch
Sputtering aufgebracht werden.

[0018] Es folgt eine genauere Beschreibung von Bei-
spielen der, Durchkontaktierung und des Herstel-
lungsverfahrens anhand der beigefligten Figuren.
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[0019] Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt zweier mit-
einander zu verbindender Halbleiterkdrper.

[0020] Die Fig. 2 zeigt die verbundenen Halbleiter-
korper im Querschnitt nach dem Herstellen einer Aus-
sparung und dem Aufbringen einer elektrisch isolie-
renden Schicht.

[0021] Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 2 nach dem Rickatzen der elektrisch isolieren-
den Schicht zu einem Seitenwandspacer und dem
Aufbringen einer Metallisierung.

[0022] Die Fig. 4 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 3 nach dem Aufbringen und Strukturieren einer
metallischen Anschlussschicht und dem Einbringen
eines Polymers.

[0023] Die Fig. 5 zeigt einen Querschnitt gemaf
der Fig. 4 nach dem planarisierenden Abtragen des
Polymers und dem Aufbringen einer Passivierungs-
schicht.

[0024] Die Fig. 6 zeigt einen Querschnitt gemaf der
Fig. 5 fir ein Ausfiihrungsbeispiel mit einem anderen
Aspektverhaltnis der Aussparung.

[0025] Die Fig. 7 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 5 fir ein Ausfiihrungsbeispiel mit einer Unter-
bumpmetallisierung.

[0026] Die Fig. 8 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 7 fur ein Ausfiihrungsbeispiel mit einem ande-
ren Aspektverhaltnis der Aussparung, bei dem die
Aussparung vollstandig mit einer Unterbumpmetalli-
sierung gefiillt ist.

[0027] Die Fig. 1 zeigt im Querschnitt einen ersten
Halbleiterkdrper 1 und einen zweiten Halbleiterkérper
2, die in der dargestellten Anordnung, zum Beispiel
mittels Wafer-Bonding, miteinander verbunden wer-
den. Auf dem ersten Halbleiterkorper 1 befindet sich
ein Dielektrikum 3, das zum Beispiel ein Zwischen-
metalldielektrikum von Verdrahtungsebenen einer in
dem ersten Halbleiterkdrper 1 integrierten Schaltung
sein kann. Das Dielektrikum 3 kann ein Oxid des
Halbleitermaterials sein, zum Beispiel Siliziumdioxid.
Auf der von dem ersten Halbleiterkdrper 1 abge-
wandten Oberseite 6 des zweiten Halbleiterkérpers
2 kann in entsprechender Weise ein Dielektrikum
16, zum Beispiel als Zwischenmetalldielektrikum von
Verdrahtungsebenen oder mit anderen Strukturen,
vorhanden sein. Die Halbleiterkdrper 1, 2 kénnen
Uber das Dielektrikum 3 miteinander verbunden wer-
den. Statt eines Zwischenmetalldielektrikums kann
eine gesonderte Verbindungsschicht, zum Beispiel
aus einem Oxid des Halbleitermateriales, zur Herstel-
lung der Verbindung vorgesehen werden. Vor dem
Verbinden der Halbleiterkérper 1, 2 kann die Ober-
seite des Dielektrikums 3 beziehungsweise der Ver-
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bindungsschicht eingeebnet und geglattet werden,
was zum Beispiel mittels CMP (chemical mechanical
polishing) geschehen kann.

[0028] In dem Dielektrikum 3 ist eine Anschluss-
kontaktschicht 4 angeordnet, die zur Ausbildung der
Durchkontaktierung vorgesehen ist. Die Anschluss-
kontaktschicht 4 wird zum Beispiel durch eine Me-
tallschicht gebildet und kann insbesondere ein struk-
turierter Anteil einer Metallisierungsebene einer Ver-
drahtung sein. Bei einem Ausflihrungsbeispiel des
Verfahrens wird vor dem Verbinden der Halbleiterkor-
per 1, 2 die von dem Halbleiterkérper 1 abgewandte
Oberseite 14 der Anschlusskontaktschicht 4 freige-
legt, indem das Dielektrikum 3 dort entfernt wird. Das
Dielektrikum 16 des zweiten Halbleiterkérpers 2 kann
ebenfalls bereits vor dem Verbinden der Halbleiter-
kérper 1, 2 mit einer Offnung 15 versehen werden, in
der die Oberseite 6 des zweiten Halbleiterkdrpers 2
freigelegt ist. Die Offnung 15 kann statt dessen nach
dem Verbinden der Halbleiterkoérper 1, 2 hergestellt
werden.

[0029] Wenn die Halbleiterkérper 1, 2 miteinander
verbunden sind, wird von der Oberseite 6 her im Be-
reich der Offnung 15 des Dielektrikums 16 eine Aus-
sparung 5 in dem zweiten Halbleiterkdrper 2 herge-
stellt, was mit einem an sich bekannten Atzverfah-
ren, insbesondere mittels DRIE (deep reactive ion et-
ching) geschehen kann. Die Aussparung 5 wird so
hergestellt, dass sie den zweiten Halbleiterkérper 2
vollstandig durchdringt und somit die gesamte Dicke
des zweiten Halbleiterkérpers 2 umfasst.

[0030] Die Fig. 2 zeigt einen Querschnitt der mit-
einander verbundenen Halbleiterkdrper 1, 2, nach-
dem die Aussparung 5 hergestellt worden ist und ei-
ne elektrisch isolierende Schicht 11, zum Beispiel aus
einem Oxid des Halbleitermateriales, konform aufge-
bracht worden ist. Die elektrisch isolierende Schicht
11 wird anschlieBend anisotrop zu einem Spacer
rickgeatzt, mit dem die Seitenwand der Aussparung
5 bedeckt bleibt. Wenn das Dielektrikum 3 bereits
vor dem Verbinden der Halbleiterkérper 1, 2 von der
Oberseite 14 der Anschlusskontaktschicht 4 entfernt
worden war und jetzt folglich nur die elektrisch isolie-
rende Schicht 11 auf der Oberseite 14 der Anschluss-
kontaktschicht 4 vorhanden ist, braucht nur die rela-
tiv dinne elektrisch isolierende Schicht 11 vom Bo-
den der Aussparung 5 entfernt zu werden, um die
Oberseite 14 der Anschlusskontaktschicht 4 wieder
freizulegen. Ein CMP-Schritt kann zuvor durchgefihrt
werden, um das Verhaltnis der Schichtdicken der
elektrisch isolierenden Schicht 11 auf der Oberseite
und am Boden der Aussparung im Hinblick auf die
unterschiedlichen Atzraten an diesen Stellen geeig-
net anzupassen. Damit wird sichergestellt, dass nach
dem Atzen des Seitenwandspacers und dem Frei-
legen der Oberseite der Anschlusskontaktschicht 4
das Halbleitermaterial des zweiten Halbleiterkodrpers
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2 von dem oberseitigen Dielektrikum 16 und dem Sei-
tenwandspacer bedeckt und elektrisch isoliert wird
und gegebenenfalls elektrische Anschlussstellen auf
oder Uber der Oberseite des zweiten Halbleiterkor-
pers 2 freigelegt sind.

[0031] Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 2 nach dem Atzen des Seitenwandspacers 12
und dem Aufbringen einer Metallisierung 10, die zum
Beispiel Wolfram oder Kupfer sein kann. Das Materi-
al der elektrisch isolierenden Schicht 11 ist in diesem
Ausflihrungsbeispiel von der Oberseite und von dem
Boden der Aussparung 5 vollstandig entfernt worden.
Die Metallisierung 10 kontaktiert die Anschlusskon-
taktschicht 4. Vor dem Aufbringen der Metallisierung
10 kann ein dinner elektrisch leitfahiger Liner ganz-
flachig aufgebracht werden, auf dem die Metallisie-
rung 10 aufgebracht wird. Der Liner kann zum Bei-
spiel Ti umfassen, insbesondere, wenn die Metalli-
sierung 10 Wolfram ist. Bei einer Durchkontaktierung
kleineren Durchmessers kann der Liner zum Beispiel
eine diinne TiN-Schicht sein, die zum Beispiel mittels
MOCVD (metalorganic chemical vapour deposition)
aufgebracht werden kann. Bei einer Durchkontaktie-
rung groReren Durchmessers ist insbesondere eine
Kombination aus Ti und TiN als Liner geeignet und
kann zum Beispiel durch Sputtering hergestellt wer-
den. Die Metallisierung 10 kann statt dessen zum Bei-
spiel Kupfer sein, das insbesondere mit einem Pla-
ting-Prozess aufgebracht werden kann. Fir eine Me-
tallisierung 10 aus Kupfer wird ein Liner bevorzugt,
der Ta umfasst, zum Beispiel eine Kombination aus
Ta und TaN.

[0032] Die Fig. 4 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 3 nach dem oberseitigen Rickatzen der Metalli-
sierung 10 und dem Aufbringen und Strukturieren ei-
ner elektrisch leitenden Anschlussschicht 7, zum Bei-
spiel einer Anschlussschicht 7 aus Aluminium. Die
Anschlussschicht 7 wird so strukturiert, dass sie ei-
nen Anteil 17 aufweist, der bis auf die Seitenwand der
Aussparung 5 reicht und dort die Metallisierung 10
kontaktiert. Auf diese Weise ist eine elektrisch leiten-
de Verbindung von der Anschlusskontaktschicht 4 zu
der oberseitigen Anschlussschicht 7 hergestellt. Die
Metallisierung 10 bildet somit die vertikale elektrisch
leitende Verbindung zwischen den beiden Hauptsei-
ten des zweiten Halbleiterkorpers 2.

[0033] Die Aussparung 5 wird bei diesem Ausfih-
rungsbeispiel mit einem Polymer 8 aufgefullt, das ins-
besondere elektrisch leitfahig sein kann. Ein Anteil 18
des Polymers 8, der die Aussparung 5 Uiberragt, wird
dann gegebenenfalls abgetragen, was zum Beispiel
mit einem Trockenatzverfahren nach Art einer Ver-
aschung durchgefiihrt werden kann. Auf diese Wei-
se wird auf der Héhe der Anschlussschicht 7 eine im
Wesentlichen ebene Oberseite hergestellt.
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[0034] Die Fig. 5 zeigt einen Querschnitt geman
der Fig. 4 nach dem Einebnen der Oberseite und
dem ganzflachigen Aufbringen einer Passivierungs-
schicht 13. Die Passivierungsschicht 13 kann beson-
ders gut aufgebracht werden, wenn die Oberseite mit
dem Polymer 8 eingeebnet ist. Eine ebene Obersei-
te ist auch vorteilhaft fir weitere Verfahrensschritte,
die im Rahmen des gesamten Herstellungsprozes-
ses durchgeflihrt werden und Fotolithographieschrit-
te und die Herstellung von Lotkugeln, Bumps oder
Underfill umfassen kénnen. Die Verwendung eines
elektrisch leitfahigen Polymers 8 ist vorteilhaft, um
den elektrischen Widerstand der Durchkontaktierung
zu verringern.

[0035] Die Fig. 6 zeigt einen Querschnitt geman der
Fig. 5 flir eine Durchkontaktierung mit einem im Ver-
gleich zu dem Ausflihrungsbeispiel der Fig. 5 ande-
ren Aspektverhaltnis. Bei dem Ausfiihrungsbeispiel
der Fig. 6 ist die laterale Abmessung der Durchkon-
taktierung — das ist im Fall einer zylindrischen Durch-
kontaktierung deren Durchmesser — kleiner als bei
dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 5, so dass die
Durchkontaktierung eine im Verhaltnis zu ihrer seitli-
chen Abmessung groliere Tiefe aufweist. Die unter-
schiedlichen Aspektverhaltnisse der Durchkontaktie-
rungen erhalt man mit einer geeigneten Anpassung
des Atzverfahrens, mit dem die Aussparung 5 ausge-
atzt wird.

[0036] Die Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbei-
spiel, bei dem statt des Polymers 8 eine weitere Me-
tallisierung 9, insbesondere eine Unterbumpmetalli-
sierung (UBM) in der Aussparung 5 auf der Metalli-
sierung 10 aufgebracht ist.

[0037] Die Fig. 8 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbei-
spiel in einem Querschnitt gemaR der Fig. 7, bei dem
die Durchkontaktierung ein anderes Aspektverhaltnis
aufweist und die Aussparung 5 vollstandig mit der
weiteren Metallisierung 9 gefillt ist. Die Ausfihrungs-
beispiele der Fig. 7 und Fig. 8 kbnnen zum Beispiel
hergestellt werden, indem zun&chst ein Polymer 8
in die Aussparung 5 eingebracht und oberseitig ein-
geebnet wird. Das Polymer 8 dient bei dieser Vari-
ante des Verfahrens als Opferschicht, mit deren Hil-
fe eine ebene Oberseite fir die nachfolgenden Pro-
zessschritte gebildet wird. Nach dem Aufbringen der
Planarisierungsschicht 13 wird mittels einer geeigne-
ten Maske eine Offnung in der Planarisierungsschicht
13 Uber dem Polymer 8 hergestellt. Das Polymer 8
wird dann entfernt, so dass die Metallisierung 10 in
der Aussparung 5 freigelegt ist. Dann wird die wei-
tere Metallisierung 9 auf die Metallisierung 10 aufge-
bracht.

[0038] Bei dem Herstellungsverfahren ist es von
Vorteil, wenn die Anschlusskontaktschicht 4 obersei-
tig freigelegt wird, bevor die Halbleiterkérper 1, 2 mit-
einander verbunden werden. Bei der spateren Spa-
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ceratzung braucht dann nur die im Vergleich zu dem
Dielektrikum 3 diinne elektrisch isolierende Schicht
11 vom Boden der Aussparung entfernt zu werden,
so dass sichergestellt ist, dass an den oberen Ran-
dern der Aussparung gentigend elektrisch isolieren-
des Material stehen bleibt, um dort eventuell auftre-
tende Kurzschlisse sicher zu vermeiden.

[0039] Das Aufflllen der Aussparung der Durchkon-
taktierung hat den Vorteil, dass eine ebene Ober-
seite ausgebildet wird, die nachfolgende Prozess-
schritte, insbesondere das Aufbringen einer Pas-
sivierung, begunstigt. Wenn fir das Auffillen der
Aussparung elektrisch leitfahiges Material verwendet
wird, reduziert das fullende Material zusatzlich den
elektrischen Widerstand der Durchkontaktierung. Die
Verwendung einer Unterbumpmetallisierung hat den
Vorteil, dass diese Ausgestaltung insbesondere fir
die Verwendung von Lotkugeln fir den externen elek-
trischen Anschluss geeignet ist.

Bezugszeichenliste

erster Halbleiterkorper

zweiter Halbleiterkorper

Dielektrikum

Anschlusskontaktschicht

Aussparung

Oberseite des zweiten Halbleiterkdrpers
Anschlussschicht

Polymer

weitere Metallisierung

10  Metallisierung

11 elektrisch isolierende Schicht

12  Seitenwandspacer

13  Passivierungsschicht

14  Oberseite der Anschlusskontaktschicht
15  Offnung

16 Dielektrikum

17  Anteil der Anschlussschicht

18  Anteil des Polymers
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Patentanspriiche

1. Halbleiterbauelement mit Durchkontaktierung,
bei dem
— ein erster Halbleiterkérper (1) mit einem zweiten
Halbleiterkdrper (2) verbunden ist,
—eine elektrisch leitende Anschlusskontaktschicht (4)
zwischen den Halbleiterkdrpern angeordnet ist,
— in dem zweiten Halbleiterkoérper eine Aussparung
(5) vorhanden ist, die von der Anschlusskontakt-
schicht bis zu einer von der Anschlusskontaktschicht
abgewandten Oberseite (6) des zweiten Halbleiter-
kérpers reicht,
— Uber der Oberseite (6) eine elektrisch leitende An-
schlussschicht (7) bis zu der Aussparung reichend
vorhanden ist,
—in der Aussparung eine Metallisierung (10) vorhan-
den ist, die die Anschlusskontaktschicht mit der An-
schlussschicht elektrisch leitend verbindet, und
—in der Aussparung (5) ein Polymer (8) oder eine wei-
tere Metallisierung (9) vorhanden ist.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei dem
das Polymer (8) oder die weitere Metallisierung (9)
die Aussparung (5) ausfllt.

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem das Polymer (8) ein elektrisch leitfahiges Po-
lymer ist.

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die weitere Metallisierung (9) eine Unter-
bumpmetallisierung ist.

5. Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktie-
rung in einem Halbleiterbauelement, bei dem
— ein erster Halbleiterkérper (1) mit einer elektrisch
leitenden Anschlusskontaktschicht (4) versehen und
mit einem zweiten Halbleiterkdrper (2) verbunden
wird, so dass die Anschlusskontaktschicht auf einer
dem zweiten Halbleiterkdrper zugewandten Seite des
ersten Halbleiterkdrpers angeordnet ist,
— in dem zweiten Halbleiterkérper eine Aussparung
(5) hergestellt wird, in der die Anschlusskontakt-
schicht. freigelegt wird,
—eine Metallisierung (10) aufgebracht und strukturiert
wird, so dass die Anschlusskontaktschicht elektrisch
leitend mit der Metallisierung verbunden wird,
—eine elektrisch leitende Anschlussschicht (7) aufge-
bracht und strukturiert wird, so dass die Anschluss-
schicht elektrisch leitend mit der Metallisierung ver-
bunden wird, und
— ein Polymer (8) oder eine weitere Metallisierung (9)
in die Aussparung eingebracht wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die An-
schlusskontaktschicht (4) in einem Dielektrikum (3)
auf dem ersten Halbleiterkorper (1) angeordnet wird,
und vor dem Verbinden des ersten Halbleiterkorpers
mit dem zweiten Halbleiterkérper (2) eine von dem
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ersten Halbleiterkdrper abgewandte Oberseite (14)
der Anschlusskontaktschicht freigelegt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem eine
elektrisch isolierende Schicht (11) in der Aussparung
(5) aufgebracht und zu einem Seitenwandspacer (12)
ruckgeéatzt wird, bevor die Metallisierung (10) aufge-
bracht wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7,
bei dem die Aussparung (5) mit einem elektrisch lei-
tenden Polymer (8) gefiillt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, bei
dem die Aussparung (5) mit einer Unterbumpmetalli-
sierung als weiterer Metallisierung (9) versehen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Aus-
sparung (5) mit der Unterbumpmetallisierung gefuillt
wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8,
bei dem die Aussparung (5) mit dem Polymer (8) ge-
fullt wird, ein Anteil (18) des Polymers (8), der Giber die
Aussparung ragt, bis zum Erreichen der Anschluss-
schicht (7) planarisierend abgetragen wird und eine
Passivierungsschicht (13) aufgebracht wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die
Passivierungsschicht (15) Giber dem Polymer (8) ent-
fernt wird, das Polymer entfernt wird und eine weitere
Metallisierung (9) in der Aussparung (5) aufgebracht
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem eine Un-
terbumpmetallisierung als die weitere Metallisierung
(9) in der Aussparung (5) aufgebracht wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem
die Aussparung (5) mit der weiteren Metallisierung (9)
gefiillt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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